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(57) Abstract: The invention relates to a support for electrical circuit elements that, for electrically connecting circuit elements
by soldering, bonding or gluing, is comprised of a structured base body or is coated with structures consisting of easily oxidizing
metals that have a multilayer, electrically conductive covering, which is inert on the outer surface, prevents a migration of the easily
oxidizing metals, and has good soldering, bonding or adhering properties. The covering has the following composition: a) a first
single ply or multiply layer that serves as an adhesive/barrier layer; b) a second single ply or multiply layer that serves as a functional
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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung bezieht sich auf einen Tréger fiir elektrische Schaltungselemente, der fiir den elektrischen
Anschluss der Schaltungselemente durch Liten, Bonden oder Kleben aus einem strukturierten Grundkorper besteht oder mit Struk-
~ turen beschichtet ist, die aus leicht oxidierenden Metallen bestehen, welche einen mehrschichtigen, elektrisch leitenden Uberzug
aufweisen, der an der dusseren Oberflédche inert ist und eine Migration der leicht oxidierenden Metalle unterbindet sowie gute L6t-,
Bond- oder Klebeeigenschaften aufweist. Der Uberzug weist die folgende Zusammensetzung auf: a) eine erste ein- oder mehrlagige
Schicht, die als Haft- und Barriereschicht wirkt, b) eine zweite ein- oder mehrlagige Schicht, die als Funktionsschicht fiir das Loten,
Bonden oder Kleben dient, und c) eine dritte ein- oder mehrlagige Schicht an der dusseren Oberfliche des Uberzugs, welche inerte

Eigenschaften und eine hohe Oberflichenenergie besitzt.
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Trager fiir elektrische Schaltungselemente

Die Erfindung betrifft einen Trdger nach dem Oberbe-
griff des Anspruchs 1. Ein derartiger Trédger kann ei-
ner Leiterrahmen (Lead Frame), auf welchem Halblei-
terchips befestigt werden, oder auch eine mit Leiter-
bahnen versehene Schaltungsplatte oder flexible Folie

sein.

Halbleiterbauelemente bestehen z.B. aus einer inte-
grierten Schaltung, dem sogenannten Chips, und einem
Leiterrahmen als Tridger fiir dieses, der eine Flache
zur Aufnahme des Chips und eine Vielzahl von elektri-
schen Leitungen aufweist. Nach der Befestigung der
Chips auf dem Leiterrahmen durch Loéten oder Kleben
und der elektrischen Verbindung der Chipanschliisse
mit den einzelnen Leitern durch Bonden wird die ge-
samte Einheit durch Umkapselung mit einem organischen
Material geschiitzt. Lediglich die &uBeren Enden der
Leiter bleiben frei und dienen der spdteren Verbin-
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dung der Halbleiter mit z.B. einer Leiterplatte.

Die Leiterrahmen werden aus. einem elektrisch gut lei-
tenden Material durch Stanzen oder chemisches Atzen
hergestellt. Als Grundmaterial kommen Kupfer und Kup-—
ferlegierungen sowie Eisen-Nickel-Legierungen zum

Einsatz.

Bei anders gestalteten Schaltungstrédgern wird auf ei-
ner ebenen Platte oder einer Folie (beide sind aus
einem elektrischen Isolator oder tragen eine entspre-
chende Beschichtung) eine elektrische Schaltung er-
zeugt. Diese Schaltung verflgt uber entsprechende
Kontakt- und Befestigungsfldchen, die der Aufnahme
der Schaltungselemente dienen. Auch hier erfolgen die
Verbindungen der Elemente zu dem Schaltungstrdger
durch L&t-, Bond- und Klebetechniken. Die Leiterplat-
ten werden vorwiegend mit Kupfer beschichtet und me-
chanisch, mit Laserstrahlung oder nabchemisch struk-
turiert. Ferner sind verschiedene Siebdruckverfahren
bekannt. Bei den vorgenannten Anwendungen erfolgt die
Verbindung zwischen dem Trdger und dem Schaltungsele-
ment durch L&t-, Bond- und/oder Klebetechniken. Die
Oberfliche der Triger mub daher so gestaltet sein,
daR diese Techniken auch bei der jeweils erforderli-
che Arbeitstemperatur und Arbeitsumgebung fehlerfrei
anwendbar sind. Weitere Anforderungen bestehen insbe-
sondere in der Langzeitbestdndigkeit des Trégers und

in der Korrosionsbestandigkeit.

Die genannten Materialien, aus denen die Tr&ger ge-
fertigt werden, haben den Nachteil, dah die Oberfla-
che von Kupfer und auf Kupfer basierenden Tragern so-
wie auf Eisen-Nickel basierendén Tradgerwerkstoffen
leicht oxidiert. Dies hat zur Folge, daB die vorge-

nannten Verbindungstechniken nicht mehr oder nur noch
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fehlerhaft durchgefiihrt werden kdnnen.

Um dieses Problem zu l8sen, werden die Tr&ger viel-
fach mit elektrochemischen Plattierungsverfahren be-
schichtet. Bekannt ist die galvanische Beschichtung
mit Nickel. Nickel soll als Barriere die Diffusion
von Kupfer an die Oberfldche und somit die-Reaktion
von Kupfer mit Sauerstoff oder Schwefel verhindern.
Nachteiligerweise hat sich aber herausgestellt, dab
galvanische Nickelschichten Poren und Korngrenzen
enthalten, durch die Kupfer hindurchdiffundieren bzw.
migrieren kann. Deshalb miissen relativ dicke Nickel-
schichten im Bereich von 5 - 10 pm aufgebracht wer-
den. Schichten dieser Dicke stellen jedoch ein Pro-
blem bei der Formung (Biegen) der Leiter dar, da die-

se Risse zeilgen.

Lésungen zur Herabsetzung der Dicke der Nickelschicht
sind bekannt. So ist in EP 0 250 146 Al eine diinne
Palladiumschicht oder PdNi-Legierungsschicht auf der
Nickelschicht offenbart. Aber auch bei dieser Metal-
lisierung wurden weiterhin Cu-Reaktionsprodukte an
der Oberflidche beobachtet, was zu einer eingeschréank-
ten Lo6t- und Bondbarkeit fiithrte.

In der US 5 561 320 wird ein Leiterrahmen beschrie-
ben, der mit einer Pd- oder Pd/Ni-Schicht im Plat-
tierverfahren beschichtet wird. Eine zweite Schicht
wird dann aus Kupfer abgeschieden. Darauf erfolgt ei-

ne Punktplattierung (Spot-Plating) mit Silber.

Die EP 0 474 499 A2 offenbart eine Beschichtung fir
einen Leiterrahmen aus einer Palladium~ oder Palladi-
ﬁm—Legierungs-Schicht, die direkt oder mittels einer
zwischenschicht aus Nickel auf das Grundmaterial auf-
gebracht ist, gefolgt von einer Silber- oder Gold-
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schicht. Als Palladiumlegierung wird Pd-Ni, Pd-Co,
Pd-Ag oder Pd-Cu vorgeschlagen.

Die US 5 360 991 schlidgt eine Mehrlagenbeschichtung
vor, die aus einer Nickelschicht besteht, gefolgt von
einer Palladiumschicht, einer Palladium-
Nickelschicht, einer Palladiumschicht und schlieBlich

einer Goldschicht an der Oberflédche.

Die EP 0 538 019 A2 schlieBlich offenbart eine Be-
schichtung fiir Leiterrahmen, die aus Eisen oder ei-
senhaltigen Grundmaterialien bestehen. Dabei wird zu-
nichst eine Kupferschicht oder Kupfer-
Legierungsschicht auf den Grundkérper aufgebracht.
AnschlieBend erfolgt die Beschichtung mit einer Nik-
kelschicht, Kobaltschicht oder Ni-Co-
Legierungsschicht und einer Deckschicht aus Palladi-
um, Gold oder Silber.

Die Herstellung der vorgenannten Beschichtungen er-
folgt tiberwiegend durch Anwendung von elektrochemi-

schen Verfahren.

Die bisher bekannten Triger haben den erheblichen
Nachteil, daB die Beschichtungen die Diffusi-
on/Migration der leicht oxidierenden Metalle nur un-
zureichend verhindern. Dies wird insbesondere bei
steigenden Anforderungen an die Temperaturbestédndig-
keit und Verarbeitbarkeit der Halbleiterbauelemente
ein Problem. Ein weiterer schwerwiegender Nachteil
besteht darin, daB die bekannten Beschichtungen sehr
teure Edelmetalle in erheblichem Umfang enthalten und
somit kostenintensiv sind. Verfahrenstechnisch bé—
steht ein weiterer Nachteil darin, dab die bekannten
Schichten Korngrenzendiffusionen aufgrund der "locke-
ren" Morphologie und zum Teil vorliegenden Wachstums-
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fehlstellen nur ungeniigend unterbinden. Dies ist ins-
besondere bei fiir Leiterrahmen ausschlieflich ange-
wendeten elektrochemischen Verfahren der Fall. Ex-
schwerend kommt'hinzu, daB die damit hergestellten
Schichten inhomogen sind und sehr dick sein miissen,
um eine Barrierewirkung zu erzielen. Dies fuhrt zu
langen ProzeBzeiten und teuren Beschichtungen.

Sehr nachteilig erweist siéh bei den bekannten Tra-
gern auch der Umstand, daB vielfach eine lokale Be-
schichtung aufgebracht werden muf, da die Beschich-
tungen nicht die geforderte multifunktionale Eigen-
schaft besitzen, die in gleicher Weise das Bonden,
Loten oder Kleben sowie einen langfristigen Korrosi-

onsschutz erméglicht.

Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Aufgabe
zugrunde, einen Trédger flir elektrische Schaltungsele-
mente; der fiir den elektrischen Anschlub der Schal-
tungselemente durch Loéten, Bonden oder Kleben aus ei-
nem strukturierten Grundkdrper besteht oder mit
Strukturen beschichtet ist, die aus leicht oxidieren-
den Metallen bestehen, welche einen mehrschichtigen,
elektrisch leitenden Uberzug aufweisen, der an der
duberen Oberflidche inert ist und eine Migration der
leicht oxidierenden Metalle unterbindet sowie gut
I.b5t-, Bond- oder Klebeeigenschaften aufweist, dahin-
gehend zu verbessern, daf eine multifunktionale Ober-
fladche fir Bond-, Lot~ und Klebverbindungen geschaf-
fen wird, die kostenglinstig hergestellt werden kann
und die iiber hervorragende Barriere- und Korrosions-
schutzwirkungen auch bei Anwendung erhdhter Tempera-
turen und ausgedehnter Lager- und Betriebszeiten ver-

fugt.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemih geldst durch einen
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Triger mit den Merkmalen des Anspruchs 1. Vorteilhaf-
te Weiterbildungen des erfindungsgemdben Tragers so-
wie ein Verfahren zu dessen Herstellung ergeben sich

aus den Unteransprtichen.

Als strukturierter Grundkdrper wird zweckmabig ein
Leiterrahmen fiir Halbleiterchips verwendet, der durch
Stanzen, Laserschneiden oder Atzen geformt wurde und
aus Kupfer-Kupferlegierungen, Eisen-Nickel-
Legierungen oder auch anderen Metallen besteht. Nicht
strukturierte Tridger sind iliblicherweise aus ebenen
Platte oder einer flexiblen Folie gebildet, die mit
einer Standardmetallisierung versehen sind, welche
aus einer Haft- und Diffusionsschicht sowie einer
Leiterebene aus Kupfer oder auf Kupfer basierenden

mehrkomponentigen Schichten besteht.

Der strukturierte Grundkdérper sowie der nichtstruktu-
rierte, jedoch eine strukturierte Standardmetallisie-
rung aufweisende Trdger sind mit einem mehrschichti-
gen, elektrisch leitenden Uberzug versehen, der ér—

findungsgem&B wie folgt zusammengesetzt ist:

a) eine erste ein- oder mehrlagige Schicht, die als

Haft- oder Barriereschicht wirkt,

b) eine zweite ein- oder mehrlagige Schicht, die
als Funktionsschicht fir das Loten, Bonden oder
Kleben dient, und

c) eine dritte ein- oder mehrlagige Schicht an der
juBeren Oberflidche des Uberzugs, welche inerte
Eigenschaften und eine hohe Oberflédchenenergie
besitzt.

Hierbei kann die erste Schicht zwischen dem Grundkdr-—
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per bzw. der Standardmetallisierung und der zweiten
Schicht, jedoch auch zwischen der zweiten und der
dritten Schicht angeordnet sein. Bevorzugt ist die
erste Schicht jedoch in Dickenrichtung geteilt, wobei
der erste Teil zwischen dem Grundkorper und der Stan-
dardmetallisierung und der zweite Teil zwischen der
zweiten und der dritten Schicht angeordnet sind.

Ein wesentlicher Vorteil des erfindungsgemaﬁen Uber-
zugs besteht darin, daB trotz der erzielten Wirkungen
im Sinne der Aufgabenldsung extrem diinne Schichten
méglich sind und das Verfahren kostenglnstig durchge-

fithrt werden kann.

Die Erfindung wird im Folgenden anhand von in den Fi-
guren dargestellten Ausfithrungsbeispielen ndher er-
liutert. Es zelgen:

Fig. 1 den Schichtaufbau eines Uberzugs, und
Fig. 2 den Aufbau einer mehrlagigen zweiten Schicht.

Gemdh Fig. 1 weilst ein strukturierter Grundkoérper 1,
der beispielsweise aus Kupfer, einer Kupferlegierung
oder einer Nickel—Eisen—iegierung besteht, eine io-
nengereinigte Oberfldche 2 auf. Diese wird dadurch
erhalten, daBR der Grundkorper 1 auf dieser Seite zu-
ndchst unter Verwendung tensidischer Verfahren naB
gereinigt und dann in einem Vakuumprozel durch Io-
nendtzung einer intensiven atomaren Reinigung unter-
zogen wird. Dadurch wird sichergestellt, daf - unab-
h&ngig von der bisherigen Behandlung des Tr&gers -
eine vollstadndig saubere und oxidfreie Oberfldche
vorliegt, auf die die einzelnen Schichten des Uber-
zugs aufgebracht werden koénnen.
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Der sich an die Oberflache 2 anschliefende erste Teil
3 der ersten Schicht des Uberzugs hat die Funktion,
die Diffusion von Kupfer oder eines anderen Materials
des Grundkdrpers 1 an die Oberfldche zu verhindern
und gleichzeitig die erforderlich Haftung und Verfor-
mung der Schichten sicherzustellen bei ebenfalls ge-
forderter Temperatur- und Langzeitstabilit&t. Dies
wird durch eine diinne Schicht aus einem Material er-
méglicht, das reaktiv, z.B. mittels eines Magnetron-
Sputterverfahrens hergestellt wird. Vorteilhafterwei-
se besteht die erste Schicht aus gradierten Ti-TiN-
Ti-Lagen oder aus einer Einzellage aus TiN. Dabei
wird unter TiN nicht nur die sto6chiometrische Phase
verstanden, sondern es koénnen auch Subnitride zur An-
wendung kommen. Der Stickstoffanteil in Atomprozent
betriagt 0 - 60%. Die Schicht bzw. deren einzelne La-
gen wird vorzugsweise unter Anwendung einer elektri-
schen Substratvorspannung (Biasverfahren) herge-
stellt. Diese Verfahren erlaubt die Herstellung sehr
dichter Schichten mit guter Barrieréwirkung. Die TiN-
Schicht als Einzelschicht zeigte jedoch schlechte
Bondeigenschaften und ist nicht l6tbar (mit fir Lei-
terrahmen relevante Bedingungen). Uberraschenderweise
wurde dagegen gefunden, dal die Schicht aus Ti-TiN-
Ti-Lagen sehr gut 16t- und bondbar ist. Die Schicht-
dicke der erste Schicht liegt zwischen 0,5 nm und 100
nm. In Einzelfdllen kodnnen auch groBere Dicken ver-

wendet werden.

Alternative Schichtmaterialien fiir die erste Schicht
sind: Wolframnitrid als Einzellage oder mit den Lagen
W-WN-W, Tantalnitrid (auch Ta-TaN-Ta), sowie Mischun-
gen (z.B. TiW-TiWN-TiW oder als Mehrfachschicht Ti-W-
TiN-WN-Ti-W). Weitere Materialien sind: NiCr mit ei-
nem Nickelanteil von 1 - 100 Atomprozent, NiCrN, Mo-
libdan, MoN, FeNi und Kombinationen aus diesen. Wei-
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tere alternative Schichten bestehen aus Zr, Nb, Co,
7n, Sn, Ni und deren nitridischen Phasen.

Die zweite Schicht 4 besteht bestimmungsgemidl aus gut
1ldtbaren und bondbaren Materialien. Beispielsweise
wird hier eine auf Nickel oder Silber basierende
Schicht, eine Einzellage aus einem dieser Materialien
oder eine Mehrlagenschicht aus beiden (Ni~Ag-Ni-...)
verwendet. Die zweite Schicht wird vorteilhafterweise
ebenfalls unter Anwendung von Biasverfahren aufge-
bracht. Auch eignen sich gradierte Ubergidnge. Alter-
nativ kénnen andere Materialien mit guten Lot- und
Bondeigenschaften eingesetzt werden. Der Schichtdik-
kenbereich flir die zweite Schicht liegt zwischen 1 nm

und 10 pm, bevorzugt zwischen 50 nm und 2 pm.

Alternativen fir die genannten Materialien Ni und Ag

sind Sn, Zn und Co.

In dem in Fig. 1 gezeigten Beispiel besteht die erste
Schicht aus dem zwischen dem Grundkdrper 1 und der
zweiten Schicht 4 angeordneten ersten Teil 3 und ei-
nem zwischen der zweiten Schicht 4 und der dritten
Schicht 6 angeordneten zweiten Teil 5. Dieser zweite
Teil 5 der ersten Schicht dient der Stabilisierung
der extrem dinnen inerten dritten Schicht 6 (Deck-
schicht). Sie hat die Aufgabe, Diffusionen zwischen
der zweiten Schicht 4 und der dritten Schicht 6 zu
verhindern, sowie die Barriere zwischen der dritten
Schicht 6 und dem Grundkdrper 1 zu erhdhen. Der zwei-
te Teil 5 wird wie der erste Teil 3 der ersten
Schicht hergestellt, muff aber nicht die gleiche Folge
der einzelnen Lagen besitzen. Der bevorzugte Dicken-

bereich des zweiten Teils 5 liegt bei 5 nm -~ 50 nm.

Die dritte Schicht 6 dient der Bereitstellung einer
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stabilen, oxidfreien bzw. thermisch befreibaren Ober-
fldche. Hier hat sich gezeigt, daB eine sehr dinne
Schicht aus Gold die geforderten Eigenschaften er-—
fillt. Auch diese Schicht kann vorteilhafterweise mit

einem Biasverfahren hergestellt werden.

Alternative Schichten sind mehrlagige Schichten aus
Silber und Gold sowie Gold-Silber-Mischlagen mit ei-
nem Goldanteil von 1 -~ 100 Atomprozent. Weitere ge-
eignete Materialien sind Platin und Palladium. Die
Dicke der dritten Schicht 6 betradgt vorzugsweise 1 nm
bis 500 nm.

Die verschiedenen Schichten bzw. deren einzelne Lagen
werden hinsichtlich ihrer H&arte, Morphologie,
Schichtstruktur und Topographie durch entsprechende
Wahl der Beschichtungsparameter (Substratvorspannung,
Grdhe der Vorspannung, Temperatur, Sputtergasdruck

usw.) eingestellt.

Die Beschichtung des Grundkdrpers 1 kann einseitig
oder beidseitig erfolgen. Dabei konnen auf die Vor-
der- und Riickseite auch unterschiedliche Schichten
aufgebracht werden. Beispielsweise kann die Rickseite
nur mit der ersten Schicht belegt und somit nur ein

Korrosionsschutz erhalten werden.

Weiterhin kann der Uberzug auch lokal aufgebracht
werden. Dies kann z.B. durch subtraktive (Atz-) Ver-
fahren oder mit Hilfe von mechanischen Abdeckungen

wahrend der Beschichtung erfolgen.

Nachfolge wird ein beispielhaftes Verfahren zur Her-
stellung gestanzter Kupfer-Leiterrahmen mit den er-
findungsgeméfen Merkmalen beschrieben. Die Grundkdr-
per sind nicht vereinzelt und in Form eines mehrere



10

15

20

25

30

35

WO 02/087293 PCT/EP02/04497

11

Meter langen Bandes vorhanden, das auf eine Rolle

aufgewickelt ist.

Der erste Schritt dient der Reinigung der gestanzten
Leiterrahmen. Hierzu wird eine NaBreinigung in tensi-
dischen Biadern durchgefiihrt. Dies erfolgt im Durch-

laufverfahren von Rolle zu Rolle.

Die gereinigten Bander werden dann eine PVD-
Durchlaufanlage mit Schleusenkammern eingebracht. Das
Band wird mit einer vorgewdhlten Geschwindigkeit an
den im Folgenden beschriebenen Stationen vorbeige-
fiihrt. Das Beschichten erfolgt durch Sputtern im Va-
kuum bei 0,1 Pa bis ca. 2 Pa. Es konnen jedoch auch
Stationen eingesetzt werden, die mit Hochrate-
Aufdampfquellen ausgeriistet sind, sowie Stationen mit
GasfluB-Sputterquellen. Die Anlage kann aus einer Va-
kuumkammer oder aus mehreren unterteilten Kammern be-

stehen.

Die Herstellung der Leiterrahmen erfolgt, indem zu-
nichst im Vakuum ein IonendtzprozeB durchgefiihrt
wird. Hierzu wird das Band mit einer Gleichstromquel-
le verbunden. Das Plasma wird durch geeignete Magnet-
felder lokal unterstiitzt. Als Atzgas dient Argon; es
konnen jedoch auch andere Atzgase zur Anwendung kom-
men. Fir die Ionenreinigung kénnen auch eine vom Band
getrennte Elektrode oder andere bekannte Ionenquellen

eingesetzt werden.

Nach der Ionenreinigung wird das Band an verschiede-
nen Magnetron-Sputterquellen vorbeigefiihrt. Dabei
kénnen auch zwei einander gegeniiberstehende Quellen
verwendet werden, die gleichzeitig die Vorder- und
Riickseite der Binder beschichten. Die Sputterquellen

bestehen aus Rechteckquellen mit einem Lan-
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gen/Breiten-Verhdltnis von 2 -~ 20. Die jeweils erfor-
derliche Schichtdicke wird Utber die Targetlénge, den
Abstand, die Bandgeschwindigkeit und die Leistungs-
dichte gesteuert.

Entsprechend der vorgeschriebenen Beschichtungsfolge
wird das Band an verschiedenen Sputterquellen vorbei-
gefithrt und nacheinander mit den einzelnen Schichten
bzw. Lagen belegt. Reaktive Prozesse werden in sepa-
raten Kammern durchgefiihrt. Auf diese Weise lassen
sich z.B. gradierte Schichten aus Ti mit zunehmendem
N-Anteil oder TiN-Schichten herstellen.

Nach dem Aufbringen der dritten Schicht wird das Band
einer Schleuse zugefithrt und dort wieder auf eine

Rolle aufgewickelt.

Fig. 2 zeigt den beispielhaften Aufbau einer zweilten
Schicht mit unterschiedlicher Morphologie des
Schichtmaterials. An die erste Schicht angrenzend be-
findet sich eine Mischzone 7, in der zur besseren
Haftung die Materialien der ersten und zweiten
Schicht gemischt sind. Die Materialien der zweiten
Schicht sind beispielsweise Nickel und Silber. An die
Mischzone 7 schlieBt sich eine gradierte Lage 8 an,
in der sich das Verh&ltnis von Nickel zu Silber mit
zunehmendem Abstand von der Mischzone 7 &ndert. Uber
der gradierten Lage 8 folgt eine feinkristalline Lage
9 mit Uber die Dicke unverdnderter Zusammensetzung.
Die gewlinschte Morphologie wird beispielsweise durch
reduzierten Sputter-Gasdruck und/oder leichten Ionen-
beschull wdhrend des Beschichtungsvorgangs erhalten.
Schlieflich folgt eine sehr dichte, quasi amorphe La-
ge 10 aus beispielsweise demselben Material, welche
dadurch erhalten werden kann, daB die Vorspannung
(Bias) erhdht und/oder der IonenbeschuB verstarkt
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wird. In dieser Lage 10 existieren praktisch keine

Korngrenzenbereiche mehr.
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Patentanspriiche

1. Tr&dger filir elektrische Schaltungselemente, der
fir den elektrischen AnschluB der Schaltungsele-
mente durch Ldten, Bonden oder Kleben aus einem
strukturierten Grundkoérper besteht oder mit
Strukturen beschichtet ist, die aus leicht oxi-
dierenden Metallen bestehen, welche einen mehr-
schichtigen, elektrisch leitenden Uberzug auf-
weisen, der an der duBeren Oberflache inert ist
und eine Migration der leicht oxidierenden Me-
talle unterbindet sowie gute L&6t-, Bond- oder
Klebeeigenschaften aufweist,
daduzxch gekennzeichnet,
daB der Uberzug die folgende Zusammensetzung

aufwelst:

a) eine erste ein- oder mehrlagige Schicht,

die als Haft- und Barriereschicht wirkt,

b) eine zwelte ein~ oder mehrlagige Schicht,
die als Funktionsschicht fir das Loten,

Bonden oder Kleben dient, und

c) eine dritte ein- oder mehrlagige Schicht an
der &uBeren Oberflidche des Uberzugs, welche
inerte Eigenschaften und eine hohe Oberfli-

chenenergie besitzt.

2. Trdger nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daB die erste Schicht zwischen den oxidierenden
Metallen und der zweiten Schicht angeordnet ist.
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Trdger nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daB die erste Schicht zwischen der zweiten und
der dritten Schicht angeordnet ist.

Triger nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daB die erste Schicht in Dickenrichtung geteilt
ist und sich der erste Teil zwischen den oxidie-
renden Metallen und der zweiten Schicht und der
zweite Teil zwischen der zweiten und der dritten
Schicht befinden.

Tradger nach einem der Ansprlche 1 bis 4, dadurch
gekennzeichnet, dahk die erste Schicht aus einer
Einzellage aus TiN oder aus mehreren Lagen aus
Ti und TiN besteht.

Triger nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet,
daB der Stickstoffanteil im TiN bis 60 Atom% be-
tragt.

Tridger nach einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch
gekennzeichnet, daB die erste Schicht aus einer
Einzellage aus Wolframnitrid oder Tantalnitrid
oder aus mehreren Lagen aus Wolfram und Wolfram-

nitrid oder aus Tantal und Tantalnitrid besteht.

Trdger nach einem der Anspriiche 1 bis 7, dadurch
gekennzeichnet, daB die mehreren Lagen der er-
sten Schicht gradierte Lagen sind.

Tr&ger nach einem der Anspriiche 1 bis 8, dadurch
gekennzeichnet, dah die Dicke der ersten Schicht
oder des ersten Teils der ersten Schicht 0,5 nm

bis 100 nm betrigt.

Triger nach einem der Anspriiche 4 bis 9, dadurch

gekennzeichnet, dah der zweite Teil der ersten
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Schicht eine Dicke im Bereich von 5 nm bis 50 nm

aufweist.

Triger nach einem der Anspriiche 1 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, daB die zweite Schicht aus
einer auf Ni oder Ag basierenden Einzellage oder

mehreren Lagen dieser Materialien besteht.

Triger nach einem der Anspriiche 1 bis 11, da-
durch gekennzeichnet, dal die zweite Schicht ei-

ne Dicke im Bereich von 1 nm bis 10 pm aufweist.

Trager nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet,
daB die zweite Schicht eine Dicke im Bereich von

50 nm bis 2 pm aufweist.

Trdger nach einem der Anspriiche 1 bis 13, da-
durch gekennzeichnet, dah die dritte Schicht aus

einer Einzellage aus Au, Ag, Pt oder Pd besteht.

Triger nach einem der Anspriiche 1 bis 13, da-
durch gekennzeichnet, dahk die dritte Schicht aus
mehreren Lagen aus Au, Ag, Pt oder Pd sowie Le-

glierungen dieser Materialien besteht.

Triger nach einem der Anspriiche 1 bis 15, da-
durch gekennzeichnet, dah die dritte Schicht ei-
ne Dicke im Bereich von 1 nm bis 500 nm auf-

welst.

Triger nach einem der Anspriiche 1 bis 16, da-
durch gekennzeichnet, daf der Trager ein Leiter-
rahmen (Lead Frame) fiir Halbleiterchips ist.

Triger nach einem der Anspriliche 1 bis 16, da-
durch gekennzeichnet, daf der Tr&dger eine mit

Leiterbahnen versehene Schaltungsplatte ist.
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Verfahren zum Herstellen eines Trdgers nach ei-
nem der Anspriiche 1 bis 18, dadurch gekennzeich-
net, daB die Schichten des Uberzugs mittels ei-
nes PVD- und/oder eines CVD-Verfahrens aufge-

bracht werden.

Verfahren nach Anspruch 19, dadurph gekennzeich-
net, daB zumindest ein Teil der Schichten des
Uberzugs in einer PVD-Durchlaufanlage mit
Schleusenkammern fir die einzelnen Beschich-

tungsmaterialien aufgebracht wird.

Verfahren nach Anspruch 19 oder 20, dadurch ge-
kennzeichnet, daB als Quellen fiir die Uberzugs-
materialien Hochrate-Aufdampfquellen, Magnetron-
Sputter-Quellen und/oder Gas-Flub-Sputter-
Quellen verwendet werden.

Verfahren nach einem der Anspriiche 19 bis 21,
dadurch gekennzeichnet, dal der Trdger vor dem
Aufbringen des Uberzugs zumindest auf der mit
dem Uberzug zu versehenen Seite einer Nafreini-

gung in einem tensidischen Bad unterzogen wird.

Verfahren nach einem der Anspriiche 19 bis 22,
dadurch gekennzeichnet, daB der Trager vor dem
Aufbringen des Uberzugs zumindest auf der mit
dem Uberzug zu versehenden Seite in einem Vaku-
umprozeRl durch Plasma und/oder Ionendtzung ge-

reinigt wird.

Verfahren nach einem der Anspriiche 19 bis 23,
dadurch gekennzeichnet, daf die Plasma- und/oder
Ionendtzung mittels zus&dtzlicher Elektroden er-
folgt oder Ionenquellen hierfilir eingesetzt wer-
den.
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